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polysilicon
thinoxide
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Pokrycie wysp tlenkiem i polikrzemem

Wytrawianie polikrzemu

Formowanie zrédta i drenu (n*) tranzystora

Formowanie zrédta i drenu (p*) tranzystora

Pokrycie izolatorem i metalizacja (Al). Bonding



undercut

Roézne efekty
trawienia
layer 2
) isotropiceich x =Yy
layer 2
)] fully anisotropic etch x =0
- Proces
e ' preferowany

layer 2

c) preferential etch

Zalety technologii SOI:

1) Mniejsze
pojemnosciowe
sprzezenie zwrotne =
wieksza
czestotliwos¢ pracy

2) Brak studni =
wieksze upakowanie
elementow

3) Brak ,,body-effect”
poniewaz

podioze jest
izolatorem

4) Nie wystepowanie
efektu ,,luchup” dzieki
izolowaniu
tranzystorow

typunip




Uklady z wielowarstwowymi metalizacjami

nay need separation

2nd layer metal
intermediate isolation layer

swa g
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o mEEm .

1st level metal

n-substrate Uktad dwuwarstwowy

Popularne uktady dwuwarstwowe
Rzadziej trzy warstwy
Uktady dziesieciowarstwowe
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Przyktadowy fragment topografii
uktadu z dwupoziomowq metalizacja



Zmniejszanie rezystancji polikrzemu

/Sincide/SiOE Silicide Silicide

e = f-' Polysilicon _v)( Polys
| Unt _' -£ / | — SHua? B "5\ R
Silicided S/D

p-substrate _ p-substrate p-substrate 1y

Polysilicon/Silicide Seif-Aligned Polysilicon/Si

/ Silicide Gate (Polycide) (Salicide)

Rezystancja polikrzemu = 20 —40Q/kwadrat

Zmniejszenie rezystanciji: zastosowanie ,usprawnionego” polikrzemu, zmieszanego
np. z tantalem (silicide). Rezystancja=  1-5Q/kwadrat



local interconnect

——

local interconnect

(not shown above) \ L
._. |

i word
|
bit —hit
bit lines run in metai2

Lokalne potaczenia

Zastosowanie warstwy ,silicide” do
realizacji lokalnych potaczen, np. bramki
z drenem (polikrzem z dyfuzja)

Takie rozwigzanie w pamieciach RAM
moze zredukowacé powierzchnie uktadu
nawet o 30 %.



Elementy skiadowe ukladu/systemu

REZYSTORY

Polikrzem nie domieszkowany jest wysoce rezystywny. W szczegolnosci ta wtasnos¢
wykorzystywana jest do budowy rezystorow w pamieciach statycznych.

R=10%Q .To znaczy, ze pamie¢ 1Mbit w stanie statycznym pobiera okoto 2 pA.
Dobra stalos¢ temperaturowa rezystora polikrzemowego.

Problem: precyzja wykonania maski bezposrednio rzutuje na wartosc¢ rezystancji.

KONDENSATORY

Powszechnie stosowane w pamieciach dynamicznych

Poly2™
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Lsenimeiny
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Polysilicon Kondensator polikrzemowy

Process cross section

e



Metal bit line
.A/

_— Poly word line

Polysilicon cell plate
(connected to Vy,2)

Bit line

Routing layer

Cell plate

Vpp/2

Insulating layer

Access Transistor

Trench Capacitor

Word line

Przyktad budowy
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Substrate

Storage electrode



Tvpowa budowa elementu pamieci EEPROM (electrically erasable ROM

control gate
inter poly oxide
_ floating gate
tunnel oxide

p-substrate

Dodanie dodatkowej warstwy polikrzemu ,,sterowalnej” napieciem lub swiattem (UV)



Tranzystory bipolarne - proces BiCMOS

p-fransistor n-transistor npn pnp
SGD SGD B E c B E C

.................
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Le rtical isolation

horizontal isolation

p-subsirate

Proces analogiczny do CMOS



p-subsirate
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n-wedil

well drive-in

n-base ion implant
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pate oxidation
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Kolejne kroki procesu
BiCMOS
(poprzedni slajd)
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npn-transistor p-transistor n-transistor
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o i Contact / Collector terminal
Titanium Silicide / Vg conta
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e s
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J\ n* buried layer (n-well) k p* buried layer J

Przekrdj cyfrowego uktadu BiCMOS

Dane tranzystora npn: wzmocnienie pradowe = 90, f;=15GHz



Tranzystory cienkowarstwowe

Zastosowanie: np. statyczne pamieci SRAM

substrate

gate of p thin film
transistor and drain
of n-transistor

= X




